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(57) Спосіб виготовлення інтеркаляційного фільт-

рового конденсатора, що включає інтеркалювання 
шаруватого напівпровідника селеніду галію (GaSe) 
сегнетоелектричним матеріалом, який відрізня-
ється тим, що інтеркалювання шаруватого напівп-

ровідника GaSe проводять шляхом впровадження 
в двовимірні (2D) міжшарові Ван-дер-Ваальсівські 
щілини тривимірних (3D) нанорозмірних включень 
з розплаву сегнетоелектричного матеріалу KNO3 
при температурі від 329 до 339 °С протягом 5-10 
хв. 

 
 

 

 
Винахід належить до наноелектроніки і кон-

денсаторобудування і може бути використаний в 
сучасних електронних приладах. 

Відомі в наш час фільтрові конденсатори, які 
використовуються на змінному струмі, виготовля-
ють способом поміщення у герметичний корпус 
рулону або плоских пластин з металевими обкла-
динками, розділених діелектриком. Вони знайшли 
широке застосування у сучасних областях прила-
добудування, завдяки хорошій стабільності 
параметрів, задовільного значення тангенса кута 
діелектричних втрат. Серед вказаного класу 
конденсаторів високі характеристики має конден-
сатор фірми Samwha Electric Co. Ltd (Південна 
Корея) серія FH алюмінієвих електролітичних 
конденсаторів Ні-Сар з твердим діелектриком. 
Його питома ємність складає 6,7 мкФ/мм

3
.  

Основними недоліками вказаних способів ви-
готовлення фільтрових конденсаторів є: 

1. Принцип створення таких конденсаторів по 
класичній схемі - два електроди розділені 
діелектриком з необхідним корпусуванням значно 
обмежують можливості подальшої мініатюризації з 
одночасним збільшенням питомих характеристик. 

2. Явища, які лежать в основі принципу роботи 
таких конденсаторів, визначають і спосіб виготов-
лення, що призводить до обмеження такого пара-

метра як питома ємність, яка не перевищує вели-
чини 1 -1 (РФ/мм

3
 [1]. 

Задачею даного винаходу є усунення вказаних 
недоліків шляхом нового способу створення 
фільтрових конденсаторів. 

Поставлена задача вирішується тим, що кон-
денсатор виготовляється у вигляді одного зразка 
монокристала шаруватого напівпровідника GaSe, 
який інтеркалюється з розплаву нітрату калію 
(KNCte). Монокристали GaSe мають структуру, 
складену зі стопи окремих шарів ...Se-Ga-Ga-Se.-
.Se-Ga-Ga-Se. Всередині шарів діє сильна, пере-
важно ковалентна, а між шарами слабкі Ван-дер-
Ваальсівські сили. Присутність слабкого Ван-дер-
Ваальсівського зв'язку дозволяє впроваджувати в 
міжшаровий простір сторонні атоми або молекули, 
тобто проводити інтеркалювання. 

Нами було встановлено, що в GaSe легко 
впроваджується нітрат калію з його розплаву. От-
риманий інтеркальований матеріал являє собою 
інтеркалат формули GaSe<KNO3>. Зразок такої 
сполуки з нанесеними на протилежних гранях, які 
співпадають з площиною сколу поверхні, контак-
тами, являють собою інтеркаляційний фільтровий 
наноконденсатор. При цьому, на відміну від прото-
типу, накопичення заряду відбувається між шара-
ми GaSe та нанорозмірними квантовими 3d вклю-
ченнями КNО3, яке виникає в результаті процесу 
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інтеркаляції в міжшарових просторах вихідної 
матриці шаруватого кристалу GaSe. Завдяки тако-
му способу вдалося збільшити, на відміну від про-
тотипу, більш ніж у 10 разів питому ємність. 

Приклад конкретного виконання 
Монокристали GaSe вирощувалися по методу 

Бріджмена по стереометричному складу 
компонентів. Зі зливків отриманих монокристалів 
механічним сколюванням вздовж шарів 
відокремлювалися пластинки розміром 2х2х0,2 
мм. Отриманий зразок поміщався у порцелянову 
комірку з розплавом солі КNО3 при температурі 
329-339 °С. Тривалість процесу експонування 
складала 5-10 хв. На отриманий зразок з двох 
сторін на протилежних гранях, співпадаючих з 
кристалографічними площинами сколу наносились 
індієві струмовідводи. По завершенні отримані 
зразки герметизували з усіх сторін компаундом. 

Виготовлені таким способом конденсатори 
мають питому ємність Сп=0,51Ф/г та робочу на-

пругу U 5  16 В. 
Таким чином запропонований спосіб виготов-

лення інтеркаляційних фільтрових 
наноконденсаторів дозволяє значно збільшити 
питому ємність всіх відомих в наш час 
конденсаторів, а також забезпечує можливість 
значного зменшення їх геометричних розмірів. 
Крім того, слід відмітити, що запропонований 
винахід може бути розглянутий як такий, що 
відкриває новий напрямок у 
конденсаторобудуванні. 
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